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ることによって，高速化し，複雑な再構成表面についても解析が行えるようにした。シリコン (111) 7 
x 7 再構成表面とタングステン(100) c (2 x 2 )再構成表面については，信頼できる再構成構造模型
が提案されていながら，高エネルギーイオン散乱の実験結果の解析は放置されていた。前者については，
現在この再構成表面の構造模型として確実と思われている， D A S (dimer-adatom-stacking-fault) 
構造があるO この構造の原子の詳細な位置については三つの提案がなされているが，この三つについて，
初めて高エネルギーイオン散乱の強度を計算機実験により解析した。これらはある程度実験結果を説明
するが，低速電子線回折の動力学的解析により得られている提案が，最もよく実験結果を説明すること
を結論した。またタングステン(100) 表面については，現在有力なモデルとして，室温においては表
面原子の変位にある程度の分布を許すものが提案されているO これについても，高エネルギーイオン散
乱の実験結果の解釈として実験の論文に述べられたやや不自然なモデルが残されたままであった。申
請者は実験結果の詳細の検討を行い現在有力とされているモデ、ルに基づ、く表面原子の変位の分布を決
定した。以上本論文は複雑な再構成表面の高エネルギーイオン散乱の理論解析に新しい途を開いたもの
として学位論文に値するものである O
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